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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีนาํเสนอกระแสมืดตํ่าท่ีเหมาะสมของโฟโตไดโอดแบบเชิงราบ ชนิด Cr/p-Si/Cr โดยขั้วไฟฟ้า Cr สร้างจาก

เทคนิคอาร์เอฟสปัตเตอร์ ซ่ึงกระแสมืดเป็นฟังก์ชนักบักาํลงัไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ ความดนัภายในห้องสปัตเตอร์ และ

อุณหภูมิของแผ่นซิลิคอน จากการทดลอง พบว่าภายหลงัจากหาตวัแปรในการสร้างขั้วไฟฟ้า Cr ท่ีเหมาะสม  โดยใช้

กาํลงัไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ 50 W ความดนัก๊าซอาร์กอน 4.5x10-3 mbar โดยไม่ใหค้วามร้อนกบัแผน่ซิลิคอน และใชเ้วลาใน

การสปัตเตอร์ 30 นาที ไดก้ระแสมืดเท่ากบั 0.25 µA ท่ีแรงดนัไบอสั 10 V สามารถลดกระแสมืดลงไดถึ้ง 428 เท่า 
 

คําสําคัญ : โลหะ-สารก่ึงตวันาํ-โลหะ; ตวัตรวจวดัแสงแบบสารก่ึงตวันาํ; ตวัตรวจวดัแสงราคาถูก; โครเมียม/พี-ซิลิคอน/

โครเมียมโฟโตไดโอด; อุปกรณ์ทางแสงแบบเชิงราบ  
 

Abstract 

 This report has been presented the optimization of the low dark current of the planar Cr/p-Si/Cr photo-

diodes which the Cr electrodes are deposited by RF sputtering technique. The dark current is as a function 

of RF sputter power, chamber pressure and silicon temperature. The experimental results are shown in 

improved the dark current, using RF sputter power = 50 W, Ar pressure in sputter chamber = 4.5x10-3 

mbar, unheated silicon wafer and deposit time = 30 mins, that the dark current of photodiode is 0.25 µA 

around 10 V bias. This value is reduced about 428 times compared with before improved sputter 

parameters.  
 

Key words : Metal-semiconductor-metal; Semiconductor photodetector; Low cost photodetector; Cr/p-

Si/Cr photodiode; Planar optical device 
 

1. บทนํา 

   การสร้างตวัตรวจวดัแสงท่ีมีราคาถูก และนําไปใช้

งานในช่วงความยาวคล่ืนท่ีตามองเห็น เป็นอุปกรณ์ท่ี

ได้รับความสนใจอย่างมากและมีการพัฒนามาอย่าง

ต่อเน่ือง [1-5] เน่ืองจากสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านใน

ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งแพร่หลาย ดงัเช่น นาํไปประยกุต ์

ใช้งานในการถ่ายภาพ การวดัความเข้มแสง การวัด

ระยะทาง การเก็บขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ และการ
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกท้ังห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 
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นาํไปประยุกต์ใชง้านในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นตน้ 

ซ่ึงตวัตรวจวดัแสงท่ีสร้างจากซิลิคอนเป็นตัวตรวจวดั

แสงท่ีเป็นคู่แข่งท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัตวั

ตรวจวดัแสงท่ีสร้างจากสารก่ึงตวันาํชนิดอ่ืนๆ  และดว้ย

การสร้างให้มีลกัษณะโครงสร้างเป็นแบบโลหะ-สารก่ึง

ตวันํา-โลหะ หรือ MSM (metal-semiconductor-metal 

structure) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ทาํใหมี้ความเหมาะสมมาก

ข้ึน เพราะว่าเป็นอุปกรณ์แบบเชิงราบ และในกระบวน 

การสร้างใชแ้ผ่นตน้แบบเพียง 1-2  แผ่นเท่านั้น [1], [2]    

จึงสร้างไดง่้าย และทาํให้มีราคาตํ่ากว่าตวัตรวจวดัแสง

ชนิดอ่ืนๆ   ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคการสปัตเตอร์ดว้ย

คล่ืนวิทยุ หรืออาร์เอฟสปัตเตอร์ (radio frequency/RF 

sputtering) ซ่ึงเป็นกุญแจทางเทคโนโลยี (key technolo-

gy) ในการสร้างชั้นฟิลม์บางโลหะสาํหรับวงจรรวมใน

ยุคปัจจุบัน ด้วยเทคนิคการสปัตเตอร์น้ีทาํให้สามารถ

สร้างฟิล์มบางโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง (refractory 

metal) ไดง่้าย ดงัเช่น โมลิบดีนมั (Mo), โครเมียม (Cr) 

และ แพลทินัม (Pt) เ ป็นต้น นอกจากน้ีย ังสามารถ

ควบคุมความหนา และความสมํ่าเสมอของชั้นฟิล์มบาง

ไดดี้อีกดว้ย 

    

    
 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 1 ตวัตรวจวดัแสงโครงสร้าง MSM แบบช่องเด่ียว 

ชนิด  Cr/p-Si/Cr  โดยมีระยะ S = 20 µm ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง

ขั้วไฟฟ้า (Cr) ทั้งสองดา้น 
 

   ในบทความน้ีเลือกใช้โครเมียมสร้างเป็นขั้ วไฟฟ้า

ของโฟโตไดโอดบนฐานรองซิลิคอนชนิดพี จากเดิมท่ี

สร้างดว้ยอลูมิเนียม (Al) ซ่ึงเป็นโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลว

ตํ่า สร้างข้ึนจากเทคนิคการระเหยโลหะในสุญญากาศ 

(vacuum evaporator) [1-3]  สาํหรับเหตุผลท่ีไม่ใชอ้ลูมิ-

เนียมเป็นขั้วไฟฟ้า เน่ืองจากรอยสัมผสัของ Al/p-Si เป็น

รอยสัมผสัแบบโอห์มิค จึงไม่สามารถสร้างเป็นโฟโต

ไดโอดแบบ MSM ได ้   เพราะวา่รอยสัมผสัของโฟโต

ไดโอดแบบน้ีจะตอ้งเป็นรอยสัมผสัแบบช็อตกียแ์บริ-

เออร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรอยสัมผสัของ Cr/p-Si  อยา่งไรก็

ตามการใช้งานโฟโตไดโอดโดยทั่วๆ ไป กระแสมืด 

(Idark) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีสําคญัของโฟโตไดโอดควรมีค่า

ตํ่าๆ (< 1 µA) แต่จากการสร้าง Cr/p-Si/Cr โฟโตไดโอด

ในช่วงแรก ขั้วโลหะโครเมียมท่ีสร้างข้ึนดว้ยเทคนิคอาร์

เอฟสปัตเตอร์ได้อ้างอิงกระบวนการสร้างมาจากการ

สร้างชั้นโลหะโครเมียมบนแผ่นกระจก เพ่ือสร้างเป็น

ตน้แบบสาํหรับการสร้างวงจรรวม [6] ซ่ึงใชก้าํลงัไฟฟ้า

ในการสปัตเตอร์ 100 W,  ความดนัภายห้องสปัตเตอร์ 

2x10-2 mbar และใชเ้วลาในการสปัตเตอร์ 30 นาที จาก

การวดัพบว่ากระแสมืดท่ีไดมี้ค่าสูงมาก (Idark  = 107 µA 

ท่ี Vbias = 10 V) ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ดงันั้นการลดกระแส

มืดของโฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr ให้มีค่าตํ่าท่ีสุด จึง

ได้ถูกนําเสนอในบทความน้ี  โดยการปรับเปล่ียน

เง่ือนไขต่างๆ ในการสปัตเตอร์ให้มีความเหมาะสมมาก

ท่ีสุด ด้วยการปรับกําลังไฟฟ้าท่ีใช้ในการสปัตเตอร์ 

ความดนัก๊าซอาร์กอน (Ar)  ภายในห้องสปัตเตอร์ และ

การใหอุ้ณหภูมิกบัแผน่ซิลิคอน  
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที ่ 2 ลกัษณะสมบติักระแสกบัแรงดนัของ Cr/p-Si/Cr 

ท่ีสร้างข้ึน พบวา่กระแสมืดท่ีไดมี้ปริมาณท่ีสูงมาก โดยท่ี

แรงดนัไบอสั  = 10 V, กระแสมืดมีค่า  = 107 µA เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกท้ังห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้ 
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2. การเตรียมช้ินงาน 

   การสร้างโฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr เร่ิมตน้โดยนาํ

แผ่นผลึกซิลิคอนชนิด p  ท่ีมีสภาพตา้นทานไฟฟ้า 1-10 

Ω-cm   ระนาบท่ีผิวหนา้ผลึก (100)   ความหนาของแผ่น

ผลึกประมาณ 380 µm  มาทาํความสะอาด  จากนั้นนาํมา

เคลือบฟิลม์โลหะโครเมียมบริสุทธ์ิ (99.95 % ของบริษทั 

Kurt J. Leskar)  ความหนาประมาณ 100 nm  ท่ีบริเวณ

ดา้นบนของแผ่นผลึกซิลิคอนดว้ยวิธีอาร์เอฟสปัตเตอร์ 

(โดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการสปัตเตอร์ ดงัน้ี คือใชก้าํลงั

ในการสปัตเตอร์ตั้งแต่ 50  ถึง 150 W  ความดนัภายห้อง

สปัตเตอร์ อยูใ่นช่วง 4.5x10-3  ถึง 1.0x10-2 mbar และ

อุณหภูมิของแผ่นซิลิคอนมีค่าระหว่าง 25 ถึง 200 oC  

ตามลาํดบั) ขั้นตอนต่อมาใชก้ระบวนการโฟโตลิโธกรา-

ฟี  เพ่ือเปิดระยะห่างของขั้วไฟฟ้า (S) เท่ากับ 20 µm  

โดยการกดัใหเ้ป็นลวดลายแบบช่องเด่ียว (single slit)  ซ่ึง

ขั้วโลหะโครเมียมน้ี มีขนาด 1x1 mm2 เท่ากนัทั้งสองดา้น   

จากนั้นจึงนาํโฟโตไดโอดท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปวดัสมบติั

ทางไฟฟ้า เพ่ือหากระแสมืดต่อไป โดยทุกการทดลองทาํ

การวดัท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
 

3. การทดลอง และผลการทดลอง 

 จากการศึกษาโฟโตไดโอดแบบโครงสร้าง MSM ท่ี

ผา่นมา พบวา่กระแสมืดจะข้ึนกบัรอยสัมผสัแบบช็อตกีย์

แบริเออร์ [1] ดงันั้นในบทความน้ีจึงเร่ิมตน้จากการศึกษา

กระแสร่ัวไหล หรือกระแสมืดจากรอยสัมผสัแบบช็อต-

กียแ์บริเออร์ระหวา่ง Cr/p-Si ท่ีใหแ้รงดนัไบอสัยอ้นกลบั 

โดยมีผลการทดลอง ดงัต่อไปน้ี 

3.1 กระแสมดืกบักาํลงัไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ 

  นาํรอยสมัผสั Cr/p-Si ท่ีสร้างเสร็จแลว้ ท่ีให้เง่ือนไข

ของกําลังไฟฟ้าค่าต่างๆ  มาทําการวดัลักษณะสมบัติ

กระแสกบัแรงดนั (I-V) เพ่ือหากระแสมืดของรอยสัมผสั

ระหวา่ง Cr/p-Si  

   ผลการทดลองในรูปท่ี 3 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กระแสมืดกบักาํลงัไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ แสดงให้เห็น

วา่ เม่ือใหก้าํลงัไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ค่าสูงกระแสมืดจะ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที ่ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสมืดกบักาํลงัไฟฟ้าท่ี

ใชใ้นการสปัตเตอร์ของรอยสมัผสัระหวา่ง Cr/p-Si 
 

มีค่ามากข้ึนด้วย เน่ืองจากเม่ือให้กําลังไฟฟ้าในการ

สปัตเตอร์มากข้ึน อิเล็กตรอนทุติยภูมิไดรั้บกาํลงัมากข้ึน

ในการวิ่งเขา้ชนขั้วแอโนด ซ่ึงเป็นท่ีวางแผ่นซิลิคอน จะ

เกิดการบอมบบ์าร์ด (bombard) ท่ีผิวหนา้ซิลิคอนมากข้ึน  

[7] ส่งผลให้มีสถานะผิว (surface state) เกิดมากข้ึน โดย

ท่ีกาํลงัไฟฟ้าท่ี 50 W   กระแสมืดมีค่าน้อยท่ีสุดเท่ากบั 

0.25 µA ท่ีแรงดนัไบอสั -10 V และถา้ให้กาํลงัไฟฟ้าตํ่า

กวา่น้ีจะเกิดปัญหากบัพลาสมาของเคร่ืองสปัตเตอร์  โดย

พบวา่พลาสมามีเสถียรภาพท่ีไม่ดี กล่าวคือพลาสมาเกิด

การกระพริบ  ดงันั้นการทดลองน้ีจึงเลือกกาํลงัไฟฟ้าใน

การสปัตเตอร์ท่ี 50 W ซ่ึงเป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 
 

3.2 กระแสมดืกบัความดนัก๊าซอาร์กอนในห้องสปัตเตอร์ 

 หลงัจากไดก้าํลงัไฟฟ้าท่ีเหมาะสมแลว้ (50 W) จาก 

นั้นจึงได้ศึกษาผลของกระแสมืด เน่ืองจากการเปล่ียน 

แปลงความดันภายในห้องสปัตเตอร์ ซ่ึงในการทดลอง

ก่อนการแก้ไขกระแสมืดได้ให้ความดันภายในห้อง

สปัตเตอร์ =  2x10-2 mbar พบวา่กระแสมืดมีค่าสูงมาก ดงั

แสดงในรูปท่ี 2 สาํหรับผลการทดลองการเปล่ียนแปลง

ความดนัภายในหอ้งสปัตเตอร์ แสดงในรูปท่ี 4 

   จากรูปท่ี 4 แสดงวา่ เม่ือความดนัก๊าซอาร์กอนมีค่า

ตํ่าลงส่งผลใหก้ระแสมืดมีค่านอ้ยลง สาเหตุเน่ืองมาจาก

ปริมาณก๊าซอาร์กอนท่ีนอ้ยลงทาํใหมี้จาํนวนอิเลก็ตรอน 
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รูปที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสมืดกบัความดนัภาย 

ในหอ้งสปัตเตอร์ของรอยสมัผสัระหวา่ง Cr/p-Si 
 

ทุติยภูมิท่ีวิ่งเขา้ชนขั้วอาโนดหรือผิวหน้าแผ่นซิลิคอน

นอ้ยลงตามไปดว้ย [8]  ทาํให้ปริมาณสถานะท่ีผิวมีค่า

น้อยลงด้วย จึงส่งผลให้กระแสมืดมีค่าน้อยลง โดยท่ี

ความดนัก๊าซอาร์กอนท่ี 4.5x10-3 mbar จะไดก้ระแสมืด

นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.25 µA ท่ีแรงดนัไบอสั -10 V และถา้

ให้ความดันตํ่ากว่าน้ี พบว่าเกิดผลกระทบกับพลาสมา

เช่นเดียวกบัการทดลองท่ีผ่านมา ดงันั้นการทดลองน้ีจึง

เลือกความดนัก๊าซอาร์กอนภายในห้องสปัตเตอร์เท่ากบั 

4.5x10-3 mbar ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 

3.3 กระแสมดืกบัการให้อุณหภูมกิบัแผ่นซิลคิอน 

 เม่ือทราบวา่กาํลงัไฟฟ้า และความดนัท่ีเหมาะสมใน

การสปัตเตอร์ คือ 50 W และ 4.5x10-3 mbar ตามลาํดบั 

จึงได้ทําการหาค่าการให้อุณหภูมิกับแผ่นซิลิคอนท่ี

เหมาะสมต่อไป  ซ่ึงผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 5 

   จากรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า การเลือกค่าอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมในการสปัตเตอร์ควรมีค่านอ้ยท่ีสุด [9] เพ่ือลด

การเกิดออกไซดท่ี์ผิวหนา้ของแผน่ซิลิคอน และอุณหภูมิ

การสร้าง ท่ี มีค่ าน้อยสามารถช่วยควบคุมปริมาณ

ออกซิเจนท่ีตกค้างอยู่ในระบบหรือการเกิดเอาท์ก๊าซ

ภายในห้องสปัตเตอร์ท่ีสามารถออกมาเกิดเป็นออกไซด์

ได้เช่นกัน [10]  รอยสัมผสัท่ีไดจ้ะมีความสมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน ดงันั้นจากการทดลองน้ีจึงเลือกไม่ใหค้วามร้อนแก่

แผ่นซิลิคอน (อุณหภูมิห้อง) โดยมีกระแสมืดน้อยท่ีสุด

เท่ากบั 0.25 µA ท่ีแรงดนัไบอสั -10 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสมืดกบัอุณหภูมิแผน่

ซิลิคอนของรอยสมัผสัระหวา่ง Cr/p-Si 
 

 จากการศึกษาการลดกระแสมืด โดยการเปล่ียนแปลง

ตวัแปรต่างๆ ในการสปัตเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดต้วัแปรท่ีมี

ผลกระทบกบักระแสมืดอยา่งมาก ไดแ้ก่กาํลงัไฟฟ้า และ

ความดนัภายในหอ้งสปัตเตอร์ ซ่ึงตอ้งควบคุมตวัแปรทั้ง

สองน้ีเป็นอนัดบัตน้ๆ อย่างไรก็ตามจากผลการทดลอง

สามารถสรุปเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการนาํไปสร้างเป็น

ขั้วโลหะโครเมียมของโฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr ได ้

ดงัน้ี คือ ใชก้าํลงัไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ 50 W, ความดนั

ก๊าซอาร์กอน 4.5x10-3 mbar, โดยไม่ตอ้งใหค้วามร้อนกบั

แผ่นซิลิคอน และใชเ้วลาในการสปัตเตอร์ 30 นาที จาก

การทดลองกับรอยสัมผสัช็อตกียแ์บริเออร์ของ Cr/p-Si 

ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ พบวา่กระแสมืดท่ีไดมี้ค่าลดลง

เป็น 0.25 µA และเม่ือนาํผลการทดลองไปคาํนวณหา

ความสูงกาํแพงศกัย ์(qφbp) ดงัท่ีเคยไดน้าํเสนอไวแ้ลว้

นั้น [1] เม่ือ q คือประจุอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่  qφbp มีค่า

สูงประมาณ 0.70 eV  
 

3.4 กระแสมดืกบั Cr/p-Si/Cr โฟโตไดโอด    

  หลงัจากไดเ้ง่ือนไขตวัแปรต่างๆ แลว้ จึงนาํไปสร้าง 

โฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr จากนั้นจึงนาํมาหากระแส

มืด ผลการทดลองแสดงในรูปท่ี 6 

 จากรูปท่ี 6 ซ่ึงเป็นรูปความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแส-

แรงดนัของโฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr ในขณะไม่ได ้

รับแสง แสดงให้เห็นวา่ค่ากระแสมืดของ Cr/p-Si/Cr ท่ี

ผ่านการปรับปรุงเทคนิคในการสปัตเตอร์มีค่าประมาณเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า 
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รูปที ่6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสมืดกบัโฟโตไดโอด

ชนิด Cr/p-Si/Cr ท่ีสร้างข้ึนหลงัจากไดเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะ 

สมท่ีสุดจากผลการศึกษาในหวัขอ้ท่ี 3.1-3.3 
 

0.25 µA ท่ีแรงดนัไบอสั 10 V   ในขณะท่ีผลการทดลอง

ของโฟโตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr ท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับ 

ปรุงเง่ือนไขในการสปัตเตอร์ท่ีแสดงในรูปท่ี 2 กระแส

มืดเท่ากบั 107 µA ท่ีแรงดนัไบอสั 10 โวลต ์พบวา่หลงั 

จากปรับปรุงเทคนิคในการสปัตเตอร์สามารถลดกระแส

มืดลงประมาณ 428 เท่า ซ่ึงแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนว่า

กระแสมืดมีค่าลดน้อยลงเป็นท่ีน่าพอใจ (< 1 µA) และ

จากรูปท่ี 6 ยงัแสดงให้เห็นวา่กระแสมืดมีความสมมาตร

กันดี ซ่ึงจะส่งผลกับโฟโตไดโอดท่ีสร้างข้ึนน้ีมีความ

เหมาะสมท่ีจะนาํไปใชง้านเป็นตวัตรวจวดัแสงไดต้่อไป 
 

4. สรุป 

 ดังท่ีทราบกันแล้วว่ากระแสมืดท่ีมีค่าสูงจะมีผล 

กระทบกับการตรวจวดัสัญญาณทางแสงท่ีมีความเข้ม

แสงตํ่าๆ ซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถแยกแยะสัญญาณแสงน้ีจาก

สญัญาณทางไฟฟ้าท่ีวดัได ้นอกจากน้ีกระแสมืดท่ีมีค่าสูง

ยงัทาํให้เกิดสัญญาณรบกวน แบบช็อต (shot noise) สูง 

[11]  ดงันั้นการสร้างตวัตรวจวดัแสงให้มีกระแสมืดค่า

ตํ่าๆ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ 

 การสร้างตวัตรวจวดัแสงโครงสร้าง MSM หรือโฟ-

โตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr แบบเชิงราบ  ซ่ึงขั้วโลหะ

โครเมียม สร้างข้ึนจากเทคนิคสปัตเตอร์ โดยการศึกษา

ตวัแปรต่างๆ ของการสปัตเตอร์ เม่ือใชก้าํลงัไฟฟ้าในการ

สปัตเตอร์ 50 W, ความดนัก๊าซอาร์กอน 4.5x10-3 mbar, 

โดยไม่ตอ้งให้ความร้อนกบัแผ่นซิลิคอน และใชเ้วลาใน

การสปัตเตอร์ 30 นาที (เพ่ือให้โลหะโครเมียมมีความ

หนาประมาณ 100 nm) พบวา่สามารถลดกระแสมืดจาก

เดิมท่ีเคยสร้างในตอนแรกท่ีมีกระแสมืดมากถึง 107 µA 

ท่ีแรงดนัไบอสัเท่ากบั 10 V และทาํให้ลดลงเหลือ 0.25 

µA หรือลดลงไดป้ระมาณ 428 เท่า 

 จากขอ้มูลท่ีไดเ้หล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยใหก้ารพฒันาโฟ-

โตไดโอด ชนิด Cr/p-Si/Cr ท่ีสร้างข้ึนท่ีศูนยว์ิจยัอิเล็ก-

ทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพในการทาํงานท่ี

ดียิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป  
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